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半導体量子井戸中の電子スピンはスピン軌道相互作用による影響が大きく、それを利用するこ

とで電界効果トランジスタなどのスピンデバイスとしての応用が期待できる。量子井戸構造中の

電子スピンダイナミクスを調べた研究は、GaAs/AlGaAs 量子井戸の材料を中心に行われ、主に 0.8 

m 帯の光パルスを用いて調べられてきた。発光吸収帯を 1.5 m 帯に調整できる狭ギャップ半導

体 InGaAs 量子井戸は強いスピン軌道相互作用を有するだけでなく、スピンの電界制御が可能であ

る[1, 2]。また、光通信波長帯（1.5 m 帯）で動作可能なスピンデバイスとして有効であるにも関わ

らず、InGaAs 量子井戸中の電子スピンダイナミクスを光学的に調べた研究は少ない[3]。本研究で

は、通信波長帯に吸収帯を持つ InGaAs 多重量子井戸を作製し、室温でのスピン緩和を時間分解ポ

ンププローブ法によって観測した。 

試料は分子線エピタキシー法によって作製し、InP(001)基板上にバッファー層としての役割を果

たす In0.53Ga0.47As 5 nm、 In0.53Al0.47As 400 nm を成長した後、30 周期の In0.53Ga0.47As 多重量子井戸

を成長した。図 1(a)に試料構造を示す。図 1(b)に示すように、低温（4 K）では狭い半値幅（6.6 meV）

の発光スペクトルが観測され、また室温でも強く発光する良質な構造が得られた。時間分解光学

測定は、光パラメトリック増幅器（OPA）から出力される繰り返し周波数 100 kHz、時間幅 150 fs、

波長域 1.5 m 帯の超短光パルスを光源として行った。円偏光パルスを励起することで量子井戸中

のスピンを形成し、その緩和時間は時間遅延した右円偏光と左円偏光のプローブパルスの差によ

って求めた。図 2 に共鳴吸収付近の波長 1554 nm で行った時間分解ポンププローブ測定の結果を

示す。ポンプパルスが励起された直後にスピンが生成され、そのスピンは数百 ps の時間でゆっく

りと緩和している。測定結果をフィッティングした結果、室温でのスピン緩和時間が 440 ps と求

まった。 
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